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図 1 実時間•その場 ESR計測装置（蛇行管）  
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図 2 CF4ラジカル照射後の PMMAのESRスペクトル 

プラズマプロセス中における有機薄膜表面反応の  
実時間・その場観察電子スピン共鳴（ESR）解析（5）  
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はじめに	 プラズマプロセス中に形成される

表面ダングリングボンド（DB）は表面反応過

程において重要な役割を担っている。その表面

DB の形成過程を電子スピン共鳴（ESR）法で

実時間・その場で観察する手法を我々は独自に

確立してきた[1, 2]。 

	 本研究では、フルオロカーボンプラズマ中

の  ポリメチルメタクリレート(PMMA)上に形

成 される表面 DB を実時間・その場で計測し、

表 面反応機構を調べている。前回、遮光せずに 

UV・VUVと CF4プラズマの活性粒子種を照射 

した際、PMMA 上に表面 DB が形成されるこ 

とがわかっている。今回、蛇行管を用いて、遮 

光した条件にて CF4 プラズマで生成したラジ 

カルのみを照射し、PMMA 表面における表面 

DBを観察した。 

 

実験	 図 1に本研究で用いた実時間 ESR計測 

装置を示す。マイクロ波(2.45 GHz)電力 50 W、 

CF4流量 20 sccmでプラズマを生成し、ESR測 

定位置に置かれた PMMAの試料に照射してい

る、実時間・その場で表面に形成される DBを

ESR 計測した。 

 

結果と考察	 図 2 に典型的な CF4プラズマか

らのラジカルのみを PMMAに照射した時に、

観測された ESRスペクトルを示す。CF4プラズ

マでは気相の F 原子が別に観察されている。

表面DBの信号は 2種類の信号が重畳しており、

g値と線幅から(a) カーボン DB、(b) カーボン

DB (F で結合)から生じていると考えられた。 

これまでに H2 の場合に H 原子を照射したり

CF4 でプラズマ発光が照射されている系での 

結果には、メトキシラジカル、主鎖切断型ラ

ジカル、アルキルチェーンラジカルも観 察 さ

れていた。PMMA上で生成する DBの、ラジカ

ル照射と UV・VUV照射の効果について表面反

応メカニズムの考察結果について報告する。 

 

参考文献  

[1] 鷲見ら，2012年春季第 59回応物 16p-A7-9 (2012).  

[2] K. Ishikawa, et al., J. Phys. Chem. Lett. 2, 1278 (2011). 

第 74 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2013 秋　同志社大学）

Ⓒ 2013 年　応用物理学会

18a-C2-6

08-110


